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@) Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Halbleiter-Oberflachen 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren: zum Behandeln 
(insbesondere Reinigen, Atzen und/oder Vergleichmalii- 
gen) von beschichteten Halbleiter-Oberflachen, insbeson- 
dere Wafer-Oberflachen mit mehreren, aufeinanderfol- 
genden Behandlungsstufen, bei dem eine Remigungs- 
und/oder Atzflussigkeit auf die beschtchtete Halbleiter- 
Oberflache geleitet wird, sowie eine zugehorige Vorrich- 
tung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung beirifft ein Verfahren zum Behandeln (ins- 
besondere Reinigen, Atzen und/oder VergleichmaBigen) 
von beschichteten Halbleiter-Oberfiachen, insbesondere 5 
Wafer-Oberflachen mil mehreren, aufeinanderfolgenden 
Behandlungsstufen, bei dem eine Reinigungs- und/oder 
Atzfliissigkeit auf die beschichtete Haibleiter-Oberflache 
geleitet wird. Unter Wafern versteht man Siliziumscheiben, 
auf die zunachst in wechselnder Reihenfolge und mehrfach io 
hintereinander vor allem Oxid-, Nitrid-, Poiysilizium- und 
Metallschichten aufgebracht werden. Im Laufe des weiteren 
Herstellungsprozesses werderi diese, oft nur wenige Nano- 
meter dicken Schichten, von der Vorderseite meist bereichs- 
weise und von der Ruckseite meist vollstandig weggeatzt. 15 
Die Atzung kann trocken oder fliissig erfolgen. Bekannt ist 
in diesem Zusammenhang die sogenannte S pin-Etch-Tec h- 
nologie, ein Rotationsatzverfahren (EP 0 444 714 B I). 

Die Wafer-Oberflachen werden in verschiedenen Behand- 
lungsstufen mit verschiedenen Sauren und deionisiertem 20 
Wasser (Spul wasser) behandelt. 

In der US 5,082,518 A wird ein Behandlungs verfahren 
beschrieben, bei dem die Wafer in einen Tank eingelegt wer- 
den, in dem sich die Behandlungsflussigkeit, beispielsweise 
Schwefelsaure, befindet. Ozon wird zusatzlich in die Be- 25 
handlungsfliissigkeit eingediist; Nachteilig ist, daB die Wa- 
fer zur Behandlung mit verschiedenen ProzeBfiussigkeiten 
in unterschiedliche Tanks eingelegt werden miissen bezie- 
hungsweise es beim Austausch der Behandlungsflussigkeit 
eines Tanks zu Verunreinigungen kommen kann. 30 

Dies gilt auch fur das Verfahren gemaB US 5,487,398 A. 
Auch hier werden die Wafer in eine Behandlungsflussigkeit 
(in einen Tank) eingetaucht. Zwischen verschiedenen Saure- 
behandlungen erfolgt eine Reinigung mit ultrareinem, ozon- 
haltigem Wasser. 35 

Einen weiteren Vorschiag fur ein Verfahren zur Behand- 
lung von Halbleiter-Wafem in einer Fliissigkeit offenbart 
die US 5,464,480 A. Ozonisiertes Wasser wird iiber die Wa- 
fer-Oberflachen geleitet, und das Ozon oxidiert die organi- 
schen Materialien des Wafers zu unloslichen Gasen. Dieses 40 
Verfahren muB bei Temperaturen zwischen 1 und I5°C 
durchgefuhrt werden, bis die gewiinschte Oxidation der or- 
ganischen Oberflachenabschnitte erfolgt ist. 

Die EP 0 497 247 Bl beschreibt ein Verfahren zur Reini- 
gung von Wafer-Oberflachen in verschiedenen Behand- 45 
lungsphasen mit verschiedenen Behandlungsflussigkeiten. 
Eine soiche Behandlungsflussigkeit umfaBt wieder ozonhal- 
tiges deionisiertes Wasser. Dabei werden die Wafer - wie 
bei den vorgenannten Verfahren - in einem Tank komplett 
mit der ProzeSflussigkeit umspult. Bet diesem Verfahren 50 
konnen zwar mehrere Wafer in einem Tank gleichzeitig be- 
handelt werden; es besteht jedoch die Gefahr wechselseiti- 
ger Kontaminationen. 

Ausgehend von diesem umfangreichen Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Moglichkeit 55 
anzubieten, mit der Halbleiter-Oberfiachen schnell und voll- 
standig behandelt (insbesondere gereinijgt oder geatzt) wer- 
den konnen. 

Dabei geht die Erfindung zunachst von einem Rotations- 
Behandlungsverfahren aus, wie es in der EP0 444 714 31 60 
beschrieben wird. Bei diesem Verfahren werden die Wafer 
nicht in ein Behandlungsmedium eingetaucht, sondem das 
Behandlungsmedium wird nur auf die Haibleiter-Oberflache 
geleitet. Entsprechend werden die Halbleiter individuell be- 
handelt und die Gefahr von Cross- Kg ntaminationen ausge- 55 
schaltet. 

Uberraschend wurde nun festgestellt, dafi die Verwen- 
dung von deionisiertem. ozonisiertem Wasser als 3ehand- 
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lungsmedium in einem solchen Rotations verfahren wesent- 
liche Vorteile gegenuber den bekannten Tauchverfahren auf- 
weist 

Durch die Rotationsbewegung des Halbleiters in einer 
entsprechenden Vorrichtung verteilt sich das Behandlungs- 
medium gleichmaBig uber die Haibleiter-Oberflache. Auf- 
grund der Zentrifugalkrafte wird es dabei von innen nach 
auBen weggeschleudert. . 

Dabei wurde festgestellt, daB die Verwendung von deio- 
nisiertem, mit Ozon ubersattigtem Wasser zu einer Verkur- 
zung der Behandlungszeit fuhrt. Gegenuber bekannten 
Tauchverfahren kann sogar darauf verzichtet werden, die 
entsprechende Behandlungsstufe bis zum vollstandigen Ab- 
losen der jeweiligen Oberflachenschicht durchzufuhren. 
Vielmehr geniigt haufig ein teilweises Ablosen in dieser Be- 
handlungsstufe. 

Wird dann beispielsweise in einer folgenden Behand- 
lungsstufe mit einer reinen SpuTflussigkeit, zum Beispiel 
deionisiertem Wasser, gearbeitet und/oder folgt eine Trock- 
nung (ein Trockenschleudern), so wird die im vorangegan- 
genen Verfahrensschritt angeloste Oberflachenschicht 
gleichzeidg aufgrund der weiteren Rotationsbewegungen 
des Wafers abgehoben (vollstandig gelost) und radial weg- 
geschleudert. 

Hierdurch laBt sich nicht nur die jeweilige Behandlungs- 
phase weiter zeitlich verkiirzen; vielmehr wird gleichzeidg 
ein auBerst schneller Wechsel zu einer neuen Behandlungs- 
flussigkeit (einem neuen Behandlungsmedium) ermoglicht. 

Wahrend das Anlosen der jeweiligen Oberflachenschicht 
mit Hilfe des deionisierten, ozonisierten Wassers beispiels- 
weise 0,5 bis 1 min dauert, kann das anschlieBende Spiilen 
mit deionisiertem Wasser und/oder Trockenschleudern bei- 
spielsweise auf weniger als 0,5 Minuten begrenzt werden. 

Es kann dann das ProzeBmedium gewechselt und die Wa- 
fer-Oberflache beispielsweise anschlieBend mit FluBsaure 
weiter behandelt werden, wie dies bei den nachfolgenden 
Ausfuhrungsbeispielen noch naher erlautert wird. 

Dieses Verfahren eignet sich auch und im besonderen fur 
relativ groSe Wafer (Silizium-Scheiben), wie sie zunehmend 
in letzter Zeit verwendet werden. Derartige Wafer besitzen 
beispielsweise einen Durchmesser bis 300 mm. 

In ihrer allgemeinsten Ausfuhrungsform betrifft die Erfin- 
dung danach ein Verfahren zum Reinigen, Atzen und/oder 
VergleichmaBigen von beschichteten Halbleiter-Oberfia- 
chen, insbesondere Wafer-Oberflachen, mit mehreren, auf- 
einanderfolgenden Behandlungsstufen, bei dem eine Reini- 
gungs- und/oder Atzfliissigkeit auf die beschichtete Haiblei- 
ter-Oberflache geleitet wird, wobei 

- die Haibleiter-Oberflache wahrend mindestens einer 
Behandlungsphase mit einer Losung aus deionisiertem 
Wasser, welches mit Ozon iibersattigt ist, bei Tempera- 
turen zwischen 20 und 70°C behandelt wird und 

- der Halbleiter wahrend ailer Behandlungsphasen mit 
einer Umdrehungsgeschwindigkeit zwischen 300 und 
2.000 Umdrehungen rotierend umlauft. 

Im Gegensatz zur Lehre der US 5,464,480 ermoglicht das 
errindungsgemaBe Verfahren entsprechend die 3ehandlung 
von Wafern bei Raumtemperatur oder erhohten Temperatu- 
ren. Auch hierdurch wird die Verfahrensfuhrung insgesamt 
einfacher. 

Durch die Behandlung der Halbleiter-Oberfiachen mit ei- 
ner Losung aus deionisiertem Wasser, welches mit Ozon 
iibersattigt ist, wird das Verfahren optimiert. Nach einer 
Ausfuhrungsform werden die Haibleiter-Oberflachen rnit ei- 
ner Losung aus deionisiertem Wasser behandelt, welches 
mindestens 50 ppm Ozon in gelostem Zustand enthalt. 
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Ein soiches, mit Ozon ubersattigtes Wasser IaBt sich bei- 
spielsweise dadurch herstellen, indem Ozon uber eine Mem- 
bran in einen umlaufenden Wasserstrom eingebracht wird. 
Die hohe (uberhohte) Ozonkonzentration im deionisierten 
Wasser fordert in besonderer Weise die Entfernung etwaig 
verbleibender organischer Reste. Auch wird das Anlosen 
beziehungsweise Quellen und teilweise Ablosen der jeweili- 
gen Oberflachenschicht gefordert. 

Dies gilt insbesondere fur sogenannte Photoresists. Hier- 
bei handelt es sich um lichtempfindliche, filmbildende Ma- 
terialien (Photolacke). 

Die beschriebene Behandlung in einem Rotationsverfah- 
ren mit dem genannten Ozonwasser lost die Photoresist- 
Schicht (an), die in weiteren Behandlungsstufen dann abge- 
spiilt und abgeschieudert wird. 

Konkret konnen dabei folgende Behandlungsstufen ge- 
wahlt werden: 

1. Ablosen oder Anlosen mit ozonisiertem, deionisier- 
tem Wasser, 

2. Aufbringen einer Spulfliissigkeit, zum Beispiel rei- 
nem deionisiertem Wasser, 

3. Trockenschleudern (Rotation des Wafers ohne Be- 
handlungsmedium), 

4. optional (zum besseren Trocknen): Behandlung mit 
einer weiteren Losung aus Ozon und deionisiertem 
Wasser, 

5. Abblasen mit S ticks toffg as. 

Der benotigte Volumenstrom der Behandlungsmedien be- 
tragt dabei - je nach Ausfuhrungsform - beispielsweise zwi- 
schen 0,2 und 5 1/min. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Wafers wahrend der Behandlungen liegt typischerweise 
z wischen 300 und 2000 j e Minute. 

Wie auch die nachfolgenden Verfahren, so kann dieses 
Verfahren zum Strippen von Photoresist bei Raumtempera- 
tur (25°C) bis 70°C ausgefuhrt werden. 

Zum Reinigen beziehungsweise Atzen von Wafer-Ober- 
flachen kann beispielsweise folgendes Verfahren gewahlt 
werden: 

In einer ersten Behandlungsstufe wird die Wafer-Oberflache 
mit einer Reinigungsflussigkeit, zum Beispiel verdiinnter 
RuBsaure, behandelt. 

Es folgt eine zweite Behandlungsstufe, bei der eine Lo- 
sung von deionisiertem Wasser mit einem Anteil von mehr 
als 50 ppm Ozon auf die Wafer-Oberflache gebracht wird. 

AnschlieBend wird in einer dritten Phase mit einer Spul- 
fliissigkeit, zum Beispiel reinem deionisiertem Wasser, ge- 
spult und/oder trockengeschleudert. 

Es kann sich optional ein weiterer Trockenschleuder- Vor- 
gang, beispielsweise Abblasen mit Isopropanol-Dampf an- 
schlieBen. 

Bei Bedarf kann schlieBlich eine SchiuBtrocknung mit 
ozonisiertem, deionisiertem Wasser erfolgen. 

In Vorversuchen hat sich gezeigt, daB bei einem abschlie- 
Senden Spulen mit einer Losung von Ozon und deionisier- 
tem Wasser eine Obertlache entsteht, von der das Wasser 
ausgezeichnet und gleichmaBig abtrocknet. Damit werden 
verschiedene Probleme gelost: 

3ei bestimmten Wafer-Prozessen, insbesondere Reini- 
gungsprozessen, creten Probleme mit Wasserflecken auf der 
Obertlache des Wafers auf, die dadurch entstehen, daB die 
siiiziurnhaitige Oberflache im waBrigen Milieu bei Anwe- 
senheit von Sauerstoff oxidiert wird. Diese Wasserflecken 
entstehen genau an jenen Stellen, an denen kieinste Wasser- 
troprchen verbletben. Das eigendiche Problem dabei ist 
nicht die Bildung des Oxids an sich, sondem die unregelma- 
3ige Verteilung der Wassertropfchen auf der Wafer- Oberfla- 



che. Es ist deshalb notwendig, daB die Oberflache moglichst 
schnell und gleichmaBig getrocknet werden kann. 

Die bisher bekannten Verfahren schaffen diese Mogiich- 
keit nur unzureichend. Bei den bekannten Verfahren kann 
5 immer wieder beobachtet werden, daB Wasserflecken in den 
. feinen Strukturen der Halb lei ter- Oberflache verbleiben. • 

Insbesondere die Verwendung von mit Ozon ubersattig- 
tem, deionisiertem Wasser fuhrt zu einer drastischen Verrin- 
gerung etwaiger bleibender Wasserflecken bis hin zu deren 
to vollstandiger Entfernung. 

Das beschriebene Reinigungs-/Atzverfahren ersetzt auch 
die seit Jahrzehnten verwendete sogenannte RCA-Techhik, 
wie sie beispielsweise in der Beschreibungseinleitung der 
US 5,487,398 A beschrieben wird. Dabei wird Ammoniak 
15 in Verbindung mit Wasserstoffperoxid eihgesetzt. Auch die 
Weiterbildung gemaB US 5,487,398 A kann auf Ammoniak 
beziehungsweise Wasserstoffperoxid nicht verzichten. 

Wie ausgefuhrt, laBt sich das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren auch zum VergleichmaBigen einer Halblei ter- Oberflache 
20 anwenden. Dabei wird der Wafer wiederum mit 300 bis 
2000 Umdrehungen/min gedreht und wahrenddessen fol- 
genden beiden Behandlungsstufen unterworfen, die alternie- 
rend wiederholt werden: 

Zunachst wird die Oberflache mit einer Losung des ozoni- 

25 sierten Wassers, danach mit verdiinnter RuBsaure behan- 
delt. Diese beiden Stufen werden so oft wiederholt, bis die 
gewunschte VergleichmaBigung der Oberflache erreicht ist. 
Auch hier gilt wieder, daB ein mit Ozon ubersattigtes, deio- 
nisiertes Wasser die gewiinschten EfFekte verbessert und das 

30 Verfahren insgesamt beschleunigt. 

Zum AbschluB des Verfahrens kann die Wafer-Oberflache 
wiederum mit Stickstoffgas, Isopropanol-Dampf, anderen 
Inertgasen und Alkoholdampfen oder Mischungen daraus 
abgeblasen werden. 

35 Dabei wird immer wieder das elementare Silizium durch 
. das Ozon oberflachlich oxidiert und anschlieBend durch 
Aufbringen der verdunnten FluBsaure die so gebildete Si02- 
Schicht abgetragen (abgeschieudert). Durch die Wiederho- 
lung der genannten Schritte bildet sich keine rauhe Oberfla- 

40 che, wie dies zum Beispiel bei der Verwendung eines Gemi- 
sches aus RuBsaure und ozonisiertem Wasser, der Fall ist. 

Durch die Verwendung eines deionisierten Wassers mit 
einem Ozongehalt uber 50 ppm konnten bereits bei Raum- 
temperatur uber 16 Angstrom dicke Siliziumdioxidschich- 

45 ten hergestellt werden. Da das Volumen des gebildeten 
Oxids mehr als doppelt so groB ist wie das des Siliziums, aus . 
dem es gebildet wurde, entsprechen 7 A Silizium einer 
Dicke von ca. 16 A Siliziumdioxid. Ein Zyklus, der 16 A Si- 
liziumdioxid bildet, entspricht damit einer Entfernung einer 

50 7 A dicken Siliziumschicht. 

Die Erfindung betrifft weiter eine Vorrichtung zur Durch- 
fuhrung des vorgenannten Verfahrens mit einem drehbaren 
Trager zur Aufnahme eines Halbleiters und einer oberhalb 
der zu behandelnden Halb lei ter- Oberflache angeordneten 

55 Einrichtung mit einer bodenseitigen AuslaBoffnung, iiber 
die ein gasformiges und/oder fliissiges Behandlungsmedium 
auf eine punktformige Stelle der Halbieiter-Oberflache zu- 
fuhrbar ist. 

Dadurch, daB nur eine solche Einrichtung vorgesehen ist 
60 und das Behandlungsmedium punktformig (an einer Stelle) 
auf die Halbieiter-Oberflache aufgebracht wird, ergibtsich - 
in Zusammenhang mit der Rotation des Tragers und des dar- 
auf angeordneten Halbleiters - aufgrund der Zentrifugal- 
krafte eine optimal gleichmaBige Verteilung des Behand- 
65 lungsmediums auf der Halbieiter-Oberflache. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn die AuslaBoffnung der 
Einrichtung oberhalb des Mittelpunktes der Halbieiter- 
Oberflache angeordnet ist. In diesem Fall verteilt sich das 
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Behandlungsmedium, ausgehend vom Mittelpunkt des bei- 
spielsweise kreisfbrmigen Halbleiters - gleichmaBig uber 
die gesamte Oberflache nach auBen bis zum Rand, wo das 
Behandlungsmedium dann abgeschleudert wird. 

Die Einrichtung kann nach Art einer Diise ausgebildet 5 
sein. 

In einer Ausfuhrungsform ist vorgesehen, daB die Ein- 
richtung radial zur Haibleiter-Oberflache verstellbar ist. 
Hierdurch kann - je nach Anwendungsfall - eine gezielte 
Behandlung einzelner Oberflachenabschnitte ausgefuhrt 10 
werden. 

Die Vorrichtung kann weiter mit einem Ozongenerator 
ausgebildet sein, uber den das ProzeBwasser mit Ozon ange- 
reichert (und iibersattigt) wird, bevor es uber die genannte 
Einrichtung auf die Oberflache des Halbleiters zugefuhrt 15 
wird. 

Das beschriebene Verfahren laBt sich in einer Vorrichtung 
ausfUhren, bei der der Trager fur den Wafer hdhenmaBig 
(vertikal) verstellbar ist. 

Dies hat den Vorteil, daB unterschiedliche ProzeBmedien 20 
getrennt voneinander in ein und derselben Vorrichtung zu- 
gefuhrt werden konnen. Dies hat weiter den Vorteil, daB die 
Jbntfemung der jeWeiligen ProzeBmedien durch radiales Ab- 
schleudern in getrennte Auffangeinrichtungen erfolgt und 
darhit Vermischungen einzelner ProzeBmedien sicher ver- 25 
hindert werden. 

Eine solche Vorrichtung ergibt sich aus der nachgeschal- 
teten Figur in schematisierter Darstellung. ' 

Mit 10 ist dabei ein drehbarer Trager gekennzeichnet, auf 
den ein Halbleiter 12 aufgelegt wird, der hier die Form einer 30 
Kreisscheibe hat. Der Halbleiter 12 liegt so auf dem Trager 
10, daB die zu behandelnde Haibleiter-Oberflache 12o vom 
Trager 10 weg angeordnet ist. 

Oberhalb der Haibleiter-Oberflache 12o ist eine Diise 14 
angeordnet, und zwar exakt mittig in Bezug auf den Halblei- 35 
ter 12. 

Uber die Diise 14 beziehungsweise deren bodenseitige 
Offnung 16 wird das jeweilige Behandlungsmedium, bei- 
spielsweise an Ozon iibersattigtes deionisiertes Wasser, ex- 
akt auf den Mittelpunkt der Wafer-Oberfl ache 12o aufgege- 40 
ben. 

Aufgrund der Rotation des Tragers und damit des Wafers 
verteilt sich die ProzeBfliissigkeit 18 anschlieBend aufgrund 
der Zentrifugalkrafte gleichmaBig uber die Wafer- Oberfla- 
che 12o und verlaBt diese am Rand 12r des Wafers, wo sie in 45 
einen ringformigen Kanal 30 einer zugehdrigen Auffangein- 
Tichtung 32 geieitet wird (Pfeil 3). 

Innerhalb der Auffangeinrichtung 32 kann das ProzeB me- 
dium gesammeit, entsorgt oder wieder zuruckgefuhrt wer- 
den (nicht dargesteilt). 50 

In der Figur ist die S telle, an der die Behandlungsflussig- 
keit 18 auf die Wafer-Oberflache 12o gelangt, durch das Be- 
zugszeichen 20 beziehungsweise den Buchstaben M ^-Mit- 
telpunkt des Wafers 12) gekennzeichnet. 

Die Figur zeigt weiter, daJ3 der Trager 10 hohenverstellbar 55 
(Pfeil H) innerhalb der Aufnahmeeinrichtung 32 angeordnet 
ist. 

Diese Hohenverstellbarkeit - die im einzelnen in der 
EP 0 316 296 3 1 b.eschrieben ist - ermoglicht es, nach einer 
ersten Behandlungsstufe den Trager 10 beispielsweise abzu- 60 
senken. fund parallel die Einrichtung 14 nachzufiihren), um 
anschlieBend mit einem anderen Behandlungsmedium 18a 
oder I8b ? welche iiber Leitungen 24 una 26 der Einrichtung 
14 zugefuhrt werden, die Wafer-Oberriache V2o weiter be- 
handeln zu konnen. Das abgeschleuderte Behandlungsme- 65 
dium 18a beziehungsweise 18b wird entsorechend dann in 
separaten Ringkanaien 30a oder 30b • in der Figur unterhalb 
des Ringkanals 30) aufgefangen und weiter oearbeitet. 
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SchlieBlich ist der Figur noch zu entnehmen, daB entlane 
einer Zufuhrleitung 34 (fur das ozonisierte Wasser 18) iiber 
einen Bypass 36 ein Ozongenerator 22 geschaltet ist, iiber 
den deionisiertes Wasser mit Ozon angereichert beziehungs- 
weise iibersattigt werden kann. 

Im ubrigen entspricht die Vorrichtung der gem&B 
EP 0 316 296 Bl.- 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Reinigen, Atzen und/oder Vergleich- 
maBigen von beschichteten Halbleiter- Oberflachen, 
insbesondere Wafer-Oberfl achen, mit mehreren, auf- 
einanderfolgenden Behandlungsstufen, bei dem eine 
Reinigungs- und/oder Atzfttissigkeit auf die beschich- 
tete Haibleiter-Oberflache geieitet wird, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Haibleiter-Oberflache wahrend 
mindestens einer Behandlungsstufe mit einer Losung 
aus deionisiertem Wasser, welches mit Ozon iibersat- 
tigt ist, bei Temperaturen zwischen 20 und 70°C behan- 
delt wird und der Halbleiter wahrend aller Behand- 
lungsphasen mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit 
zwischen 300 und 2000 Umdrehungen roderend um- 
lauft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache bis zum teilweisen Ablosen der Beschich- 
tung mit der Losung aus deionisiertem Wasser behan- 
delt wird, welche mit Ozon ubersattigt ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache mit einer Losung aus deionisiertem Wasser 
behandelt wird, welche mindestens 50ppm Ozon in 
gelostem Zustand enthalt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache wahrend mindestens einer weiteren nach- 
folgenden 3ehandlungsstufe mit deionisiertem Wasser 
behandelt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache wahrend mindestens einer weiteren nach- 
folgenden Behandlungsstufe mit Stickstoff abgeblasen 
wird. . 

6. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache wahrend mindestens einer weiteren nach- 
folgenden Behandlungsstufe mit Isopropanol-Dampf 
abgeblasen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Haibleiter- 
Oberflache wahrend mindestens einer weiteren Be- 
handlungsstufe mit verdunnter FluBsaure behandelt 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch I, bei dem der Halbleiter 
zwischen den einzelnen Behandlungsstufen vertikal 
verschoben wird. 

9. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche I bis 8 mit einem drehbaren Tra- 
ger (10) zur Aufnahme eines Halbleiters (12) und einer 
oberhalb der zu hehandeinden Haibleiter-Oberflache 
(12o) angeordneien Einrichtung (14) mit einer boden- 
seitige n AuslaBoffhung (16), iiber die ein gasforrrdges 
und/oder tTlissiges Behandlungsmedium (18) auf eine 
punktforrnige Steile (20) der Haibleiter-Oberflache 
;'12o) zufuhrbar ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der die AusiaB- 
otTnung a^Vder "Einrichtung U4) oberhalb des Mittel- 
punktes <M) der Haibleiter-Obertlache (12o) angeord- 
net ist. 

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der die Einrich- 
tung (14) nach An einer Diise ausgebildet ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der die Einrichr 
lung ri4) radial zur Haibleiter-Oberflache (12o) ver- 
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stellbar ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 9 mit einem der Ein- 
richtung (14) vorgeschalteten Ozongenerator (22). 

14. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der der Trager 
(10) hohenverstellbar angeordnet ist. 5 
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